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(57)摘要

一種半導體引線鍵合結構及其製程，主要是採用本發明之蓋板鍵合(coverbonding)引線方式， 

包括至少一基島(paddle)及位於基島周圍的數引腳，引腳焊墊的位置是高於該基島；至少一晶粒， 

該晶粒黏固在該基島，該晶粒頂面具有數導電接點；一蓋板，底面具由金屬層所構成的數獨立線 

路，每一線路具有與之相連的數焊墊，該蓋板覆蓋於該晶粒與數接腳上，每一線路由該焊墊透過鋅 

料與相對應之該晶粒的導電接點與該引腳之引腳焊墊作電性連接；藉此，本發明是由蓋板鍵合引線 

取代習用鋅線鍵合引線或覆晶封裝方式。

指定代表圖：
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符號簡單說明：

11 · · ·基島

12 -..引腳

121 ·· ·引腳鋅墊

2···晶粒

21 · · ·導電接點

3···蓋板

31 .·.線路

32 · · ·鋅墊

4···錦料

第四圖
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發明專利說明書
(本說明書格式、順序，請勿任意更動)

【發明名稱】(中文/英文)

一種半導體引線鍵合結構及其製程

【技籲域】

本發明爲半導體封裝技術中之引線鍵合的技術領域，尤其指一種採用 

蓋板鍵合(cover bonding)引線，主要利用一蓋板覆蓋於至少一晶粒及數引 

腳，由該蓋板表面線路作爲引線鍵合的電性連接 。

【先前技術】

傳統半導體封裝製程中，晶粒與數引腳的鍵合引線，主要採錦線鍵合 

(wire bonding)引線，從打金線與細鋁線開始，之後有銅片與粗鋁線，繼之爲 

大量的銅線與鋁帶鍵合。最近幾年廠商則大力推展覆晶(flip chip)封裝方式的 

鍵合引線。覆晶鍵合引線方式可以得到最短的引線，對產品性能有著很顯 

著的提升。不過覆晶製程有其一定的限制，針對需高散熱的晶片，此種製 

程並無法達到需求。

【發明內容】

本發明主要目的係提供一種採用蓋板鍵合(cover bonding)引線之半導 

體引線鍵合結構及其製程，能運用於採用導線架之半導體封裝製程，當晶 

粒黏固於導線架之基島(paddle)，之後採用表面已佈線的蓋板覆蓋於晶粒及數 

引腳上，由鋅料黏固並作電性連接，如此即成爲本發明所稱之蓋板鍵合引 

線技術，後續作業再進行注膠封裝就能成爲一成品，本發明能提升半導體
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的品質及降低生產成本。

爲達上述之目的，本發明結構包括：至少一基島及位於周圍的數引腳， 

引腳焊墊的位置是高於該基島；至少一晶粒，該晶粒黏固在該基島，該晶 

粒頂面具有數導電接點；一蓋板，底面具由金屬層所構成數獨立線路，每 

一線路具有與之相連的數焊墊，該蓋板覆蓋於該晶粒與數接腳上，每一線 

路由該焊墊透過錚料與相對應之該晶粒的導電接點與該引腳焊墊相電性連 

接。

再者，本發明之製程包括：提供完成佈線之一導線架、一蓋板、至少一 

晶粒，其中該蓋板表面具由金屬層所構成數獨立線路，每一線路具有與之 

相連的焊墊；該晶粒頂面具有數導電接點；該導線架具有至少一基島及數 

引腳，其中該引腳之引腳焊墊的位置是高於該基島；將至少一晶粒粘固於 

該導線架相對應的基島；將該蓋板覆蓋於該晶粒及該導線架的引腳上，每 

一線路由該焊墊透過鋁料與相對應之該晶粒的導電接點與該引腳焊墊接 

觸；進入迴焊爐或烤箱進行迴焊或固化，完成蓋板與晶粒、弓腳的電性連 

接。

運用本發明之結構與製程，與傳統铝線鍵合(wire bonding)弓際相較，本 

發明具有下列幾項優點：

一、 本發明一次铝接所有的線，效率提升，尤其當需要線數越多，優勢彰

顯更加明顯。

二、 本發明引線相較於铝線方式短，可提升產品電性能。

三、 蓋板線路是佈線於表面，所以沒有塑封時，因沖線所造成不同電性的

線碰觸造成失效的問題。
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四、 製程中檢驗或運送過程，若採用絆線鍵合引線方式容易被碰觸而造成 

塌線的問題，本發明採蓋板鍵合引線並無此問題。

五、 在相同產出量的情形下，本發明所使用的設備投資低且產出時間短。

六、 本發明蓋板鍵合方式在覆蓋錦接後即完成與晶粒、接腳的電性連接，

容易進行模組化的封裝及大量的生產。

七、 本發明容易在同一封裝結構中，能讓數晶粒採堆疊式結構。

另外運用本發明之結構與製程，與習用覆晶(flip chip)封裝相較，本發明 

具有下列幾項優點：

一、 本發明採用採蓋板鍵合引線散熱性優於覆晶封裝。

二、 設備投入遠低於覆晶封裝所需投入的資金。

三、 產出的速率本發明較覆晶封裝快。

四、 半導體結構中若晶粒需採堆疊方式，本發明更具有優勢。

五、 承載晶粒之基島若有極性時，覆晶封裝無法達成。

以下配合圖式及元件符號對本發明之實施方式做更詳細的說明，俾使 

熟習該項技藝者在研讀本說明書後能據以實施。

【圖式簡單說明］

第一圖爲本發明封裝製程的流程示意圖 ；

第二2二E圖爲對應本發明製程之功率半導體封裝結構的示意圖；

第三A~2D圖爲對應本發明製程之半導體結構封裝的示意圖；

第四圖爲本發明半導體結構之示意圖；
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第五圖爲本發明運用於功率半導體結構的立體圖； 

第六A圖爲本發明蓋板之第二種實施例的剖面圖； 

第六B圖爲本發明蓋板之第三種實施例的剖面圖； 

第六C圖爲本發明蓋板之第四種實施例的剖面圖； 

第七A圖爲本發明第二種實施例的半導體封裝結構示意圖； 

第七B圖爲本發明第二種實施例的半導體注膠封裝結構示意圖； 

第八A圖爲本發明第三種實施例的半導體封裝結構示意圖； 

第八B圖爲本發明第三種實施例的半導體注膠封裝結構示意圖； 

第九圖爲本發明蓋板運用於功率半導體封裝之立體圖； 

第十圖爲本發明運用於具數基島之半導體封裝的分解圖。

【實施方式】

本發明爲一種半導體引線鍵合結構及其製程，主要是採用本發明之蓋 

板鍵合(cover bonding)引線作爲晶粒與數引腳的電性連接，該晶粒並固定於 

導線架的基島上，由於本發明可適用於各種不同的半導體結構。本發明的 

描述方式，是以第一圖的半導體封裝流程圖爲主，再配合兩種不同的半導 

體結構輔助說明，第二2二E圖爲功率半導體的封裝結構示意圖，第三A~ 

三D圖爲一般半導體的封裝結構示意圖。如圖所示，本發明半導體封裝步 

驟包括：

步驟101：提供完成佈線之一導線架1、至少一晶粒2、以及一蓋板3 ；其中

該蓋板3至少一表面具由金屬層所構成數獨立線路31，每一線路31具有與

之相連的錦墊32 ；該晶粒2頂面具有數導電接點21 ；該導線架1具有至少

一基島11以及數引腳12，其中引腳錦墊121的位置是高於該基島11 ；另外
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該導線架1在封裝初期數引腳12及基島11會由支撐件13作連接；

步驟102 :將至少一晶粒2粘固於該導線架1相對應的基島11 ；如第二B 

圖及第三B圖；

步驟103 :將蓋板3具有線路31的表面覆蓋於該晶粒2及該導線架1之引 

腳12上，如第二C圖及第三C圖；每一線路由該焊墊32透過鋅料4與相 

對應之該晶粒2的導電接點21與該引腳焊墊121相接觸，如第二D圖及第 

三D圖所示。

歩驟104 :進入迴焊爐或烤箱進行迴焊或固化，完成蓋板與晶粒、引腳的電 

性連接。

另外，在上述圖二C及圖三D中，爲了方便說明，是於圖面中該蓋板 

3上繪製出線路31，但事實上在已佈線的該蓋板3表面，非鍵合區域表面皆 

做絕緣的處理(表面佈上防錦絕緣膜，線路31被隱藏)，只有該焊墊32(例如 

絆點或鋅接區域)才裸露出來。

另外後續半導體封裝方式即與習用方式相類似，例如進行注膠封裝作 

業、切斷與數引腳12相連的支撐件13…等，故後續作業即不再詳加描述， 

最後注膠封裝完成的功率半導體如第二E圖所示，而第三D圖則爲另一種 

半導體封裝後的剖面圖。

本發明的技術特徵在於：該晶粒2與引腳12是藉由所覆蓋的該蓋板3 

完成電性連接'本發明人將此稱之蓋板鍵合(cover bonding)引線技術，而且 

生產過程中是採用一般常見的導線架1作爲晶粒2的載具，故仍能沿用舊 

有的設備。在引線鍵合作業中，本發明採用蓋板鍵合(cover bonding)引線取 

代習用的铝線鍵合(wire bonding)引線，具有引線鍵合效率高、提升產品電
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性、注膠塑封時不會造成不同引線接觸而短路情形、設備投資低、模組化

容易…等優勢°

接著就運用本發明製程所構成之半導體結構作一說明，如第四圖所示， 

其結構包括有：

至少一基島11及位於周圍的數引腳12，該引腳12之引腳焊墊121的位置 

是高於該基島11 ；

至少一晶粒2，該晶粒2黏固在該基島11，該晶粒2頂面具有數導電接點 

21 ；

一蓋板3，表面具由金屬層所構成的數獨立線路31，每一線路31具有與之 

相連的數焊墊32，該蓋板3覆蓋於該晶粒2與數接腳12上，每一線路由該 

焊墊32透過鋁料4與相對應之該晶粒2的導電接點21與該引腳焊墊121相 

電性連接。

另外如第五圖所示，爲本發明運用於功率半導體之立體圖。其架構與 

前述實施相同。結構包括有基島11、數引腳12、晶粒2、以及蓋板3，封膠 

區域則以假想線示意。在本實施例中，由於該基島11具有極性，該基島11 

具有一與之相連的引腳12A，而該晶粒2是透過錚料與基島11相電性連接。

在上述實施例中，該蓋板3具有焊墊32區域是呈一平面狀 > 但並不以 

此爲限。以下分別就不同的實施例，配合如第六A〜六C圖作一說明：該 

蓋板3於焊墊32的所在位置可呈內凹狀（如第六A圖）或略爲凸起狀（如 

第六B圖。若爲內凹狀，則有助於鋅料4融化時塡充於其中，增加電性連 

接效果。而若爲凸起狀，也有助铝料4融化後增加與焊墊32的接觸面積， 

如此亦有助於電性連接。
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再者，該蓋板3的焊墊32所在位置亦可爲貫穿的孔33(如第六C圖)，

孔內壁具有金屬層。使蓋板3底層的線路能延伸至頂層，以利該蓋板3的

線路更容易佈置並且也可用於以後晶粒堆疊時的佈線之用

本發明之該蓋板3的材料包括矽基板、金屬基板、陶瓷基板、預包封 

基板、單層式印刷電路板、以及多層式印刷電路板。各種材料在使用上亦 

具有不同的優勢。如第七A及七B圖所示，爲本發明另一實施例圖，分別 

爲注膠封裝前後狀態的示意圖。在本實施例中，數晶粒2採堆疊式分佈於 

該蓋板3上下兩側，此時該蓋板3爲一多層式電路板，頂面及底面皆分佈 

著相關線路。故該晶粒2係能透過铝料4安裝於該蓋板3頂面位置，透該 

蓋板3多層式線路達到電性傳輸。如此一來，本發明之設計亦有助於晶粒 

採堆疊式結構。

如第八A及八E圖所示，爲晶粒堆疊式結構的的另一實施例，分別爲 

爲注膠封裝前後狀態的示意圖。在本實施例中，位上層的該晶粒2是採錦 

線鍵合方式與蓋板3作電性連接，而第七A圖則採覆晶(flip chip)作電性連 

接。由此可知，運用本發明之設計能讓數晶粒採堆疊式結構，其堆疊後的 

電性連接方式具多項組合與變化，以利模組化生產。

另外當蓋板3爲金屬基板時，如第九圖，可於局部形區域形成一絶緣層 

34，再於絶緣層34上形成線路31及焊墊32。如此運用於功率半導體中， 

該蓋板3本身的金屬是與晶粒2源極接觸，線路31則與閘極接觸，藉此降 

低導通電阻，增加導通電流及增加散熱能力，能讓此類功率半導體發揮最 

佳的功效。

如第十圖所示，爲本發明應用另一種半導體結構的分解圖，在本實施例
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中該導線架1具有數個基島11 ＞每一基島11具有至少一晶粒2固定於上＞

並由單一個該蓋板3覆蓋於數晶粒2及數接腳12上，完成構件之間的電性

連接。由此可知，本發明能廣泛地應用於不同的半導體結構中。

以上所述者，僅爲本發明之較佳實施例而已，並非用來限定本發明實施 

例之範圍。即凡依本發明申請專利範圍所作的均等變化及修飾，皆爲本發 

明之專利範圍所涵蓋。

孔

【符號說明】

步驟 101

步驟 102

步驟 103

步驟 104

導線架 1

基島 11

引腳 12

引腳錚墊 121

晶粒 2

導電接點 21

蓋板 3

線路 31

铝墊 32

33
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絶緣層 34

錦料 4
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發明摘要
※申請案號：103135050

※申請日：103/10/08※心分類：眈艦鵲

【發明名稱】(中文/英文)

一種半導體引線鍵合結構及其製程

【中文】

一種半導體引線鍵合結構及其製程，主要是採用本發明之蓋板鍵合 

(cover bonding)引線方式，包括至少一基島(paddle)及位於基島周圍的數引 

腳，引腳焊墊的位置是高於該基島；至少一晶粒，該晶粒黏固在該基島， 

該晶粒頂面具有數導電接點；一蓋板，底面具由金屬層所構成的數獨立線 

路，每一線路具有與之相連的數焊墊，該蓋板覆蓋於該晶粒與數接腳上， 

每一線路由該焊墊透過铝料與相對應之該晶粒的導電接點與該引腳之引腳 

焊墊作電性連接；藉此，本發明是由蓋板鍵合引線取代習用錦線鍵合引線 

或覆晶封裝方式。

【英文】
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【代表圖］

【本案指定代表圖】：第（四）圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

基島 11

引腳 12

引腳鋅墊 121

晶粒 2

導電接點 21

蓋板 3

線路 31

铝墊 32

铝料 4
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申請專利範圍
1. 一種半導體引線鍵合結構,包括：

至少一基島及位於周圍的數引腳，該引腳之引腳焊墊的表面位置是高於 

該基島；

至少一晶粒，該晶粒黏固在該基島的上表面，該晶粒頂面具有數導電接 

點；

一蓋板，其朝下的表面具由金屬層所構成數獨立線路，每一線路具有與 

之相連的數焊墊，該蓋板覆蓋於該晶粒與數接腳上，每一線路由與之相 

連的焊墊透過鋅料與相對應之該晶粒的導電接點與該引腳焊墊作電性 

連接，該半導體至少須由該蓋板、該晶粒以及該基島所構成的三層結 

構，且該引腳連接於該蓋板。

2. 如申請專利範圍第1項所述之半導體引線鍵合結構，其中該蓋板之焊墊為 

為平面、內凹狀、凸起狀等其中至少一種。

3. 如申請專利範圍第1項所述之半導體引線鍵合結構，其中該蓋板之焊墊具 

有貫穿的孔，孔內壁具有導電金屬層。

4. 如申請專利範圍第1項所述之半導體引線鍵合結構，其中該蓋板至少包括 

矽基板、金屬基板、陶瓷基板、預包封基板、單層式印刷電路板、以及多 

層式印刷電路板等其中至少一種。

5. 如申請專利範圍第1項所述之半導體引線鍵合結構，其中至少一晶粒採堆 

疊式安裝於該蓋板上。

6. —種半導體引線鍵合製程，步驟包括；

提供完成佈線之一導線架、一蓋板、至少一晶粒，其中該蓋板的下表面

1
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具由金屬層所構成數獨立線路，每一線路具有與之相連的焊墊，該晶粒

頂面具有數導電接點，該導線架具有至少一基島及數引腳，該引腳之引

腳焊墊的位置是高於該基島；

將至少一晶粒由上而下粘固於該導線架相對應的基島的上表面，使該晶

粒的數導電接點朝上；

將該蓋板由上而下覆蓋於該晶粒及該導線架的引腳上，每一線路由該焊 

墊透過堤料與相對應之該晶粒的導電接點與該引腳焊墊相電性連接；以 

及

進入迴焊爐或烤箱進行迴焊或固化，完成該蓋板與晶粒、引腳的電性連 

接，使該半導體至少由該蓋板、該晶粒以及該基島所構成的三層結構 ， 

且該引腳連接於該蓋板。
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